INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA : ’ CQYP 06W
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Dicda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs wykonana technikg
wielowarstwowe]j epitaksji jest przystosowana do polaczenia ze
SwiatXowodem ] aperturze numerycznej NA = 0,2 1 Srednicy rdze-
nia @.= 50 um, Moze byé stosowana w $wiattowodowych tgczach
telekomunikacyjnych krétkiego i $éredniego zasiggu.

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA
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Ggstosé monochromatyczna mocy promieniowania
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Charakterystyka widmowa
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DOPUSZCZAINE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

‘mA

NatezZeni~ prgdu przewodzenia Ig 100

Napiecie wsteczne Up 2 v
Temperatura obudowy : 5
w czasie pracy tc - 40 - +55°C
Temperatura przechcwywania tstg = 40 - 170%C
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

: : | Wartosé
Nazwa pararetru Symbol Jedn o=~ e BT ziiggﬁi

Moc promiéniowania*) . W 51 10| - |Iz =100 mA
lapiecie przewndzenia Up - 2 12,8 | Iz = 100 mA
Czas narastania i opa-

dania impulsu promie-

niowania tr,tf - | 12§ 15 | Ip = 100 mA
DXugoéé fall emito-

wanego promieniowania A nm - | 890 - IF = 100 mA
Szerokodéé poXbéwkowa

charakterystyki wid- , ;

mowe J AX nm - | 45| =-|1Iz =100 mA
Pojemnosé elektryczna | C pF - | 200 -|f =1 MHz,

: U =20
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!

Moc promieniowania wychodzgca ze $wiatXowodu o aperturze
numerycznej N.A = 0,2 i érednicy rdzenia ¢r = 50 um.
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